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【はじめに】 

N極性 GaN HEMTは AlGaNバックバリアによってキャリアを生成するため、Ga極性 GaN HEMT

と比較して縦方向スケーリングによる高周波性能向上に有利である。Si(100)基板上の N 極性

GaN-HEMT形成が可能となれば、低コスト化や CMOSデバイスとのワンチップ化による機能拡大

が期待できるが、Si(100)基板上への高品質 N 極性 GaN-HEMT 構造の結晶成長は困難である。以

前我々は、Ga極性結晶の Si(100)基板への転写によって高品質な N極性 GaN HEMT構造を作製す

る手法を提案した[1]。しかし、GaNと Si基板が接する構造では、高温下で Gaと Siの反応による

ヘテロ構造の破壊を示唆する結果が得られ、高温プロセス適用が難しかった。今回、Si(111)基板

上に結晶成長した Ga極性結晶と Si(100)ホスト基板との接合界面に AlN拡散防止層を挿入し、転

写ウェハの耐熱性を評価したので報告する。 

【実験方法】 

工程概要を図 1に示す。まず、3インチ Si(111)基

板上にバッファー層を介して Ga極性のHEMTデ

バイス構造をMOCVD法により成長した後、スパ

ッタ法により AlN を約 150nm 堆積した。化学機

械研磨によって最表面の AlN を平坦化した後、

Si(100)基板へと直接接合した。バックグラインド

(BG)とウェットエッチングにて Si(111)基板を除

去し、ICP ドライエッチングによりバッファー層

を除去した。最後に 1160 度の水素雰囲気下での

選択熱分解法[2]によって、GaNバッファー層をエ

ッチングし、AlGaNエッチストップ兼バリア層を

露出させた。 

【評価結果】 

熱処理前後の XRD プロファイルを図 2 に示す。プロ

ファイルのフィッティング結果から、試料表面から

GaNバッファー層が除去されており、かつ AlGaNエッ

チストップ層以下の HEMT 構造に組成や膜厚の変化

がないことが確認された。AlN拡散防止層挿入により、

試料の耐熱性が向上していることが示唆される。 
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図 1 成長・転写工程の概要 

図 2 熱分解前後の XRDプロファイル 
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